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【緒言】 Pb(Zr,Ti)O3 (PZT)薄膜は強誘電体の中で特に圧電特性が優れており、近年身の回りの微小な

振動エネルギーにより発電するエナジーハーベスタ素子の材料として注目されている。圧電デバイス

の性能指数を上げるためには、圧電定数が大きく、かつ誘電率の低い圧電薄膜が必要である[1]。そこ

で、我々は MEMS 加工の標準である Si 基板上に、誘電率の低いエピタキシャル PZT 薄膜を作製し、

圧電特性、性能指数の評価を行った。本研究では、作製したエピタキシャル PZT 薄膜の正圧電および

逆圧電効果における圧電定数の測定を行い、結晶構造解析と合わせて包括的に調査した。 

【実験方法と結果】  RF マグネトロンスパッタリング法を用いて、エピタキシャル

(001)SrRuO3/Pt/ZrO2/Si 基板（KRYSTAL社製）上に、約 2 μmの PZT（Zr/Ti=53/47）薄膜を 660℃の基

板温度で作製した。試料をカンチレバー形状にして、正圧電および逆圧電効果における圧電定数の測

定を行った[2]。Fig. 1 に X 線逆格子マップ測定の対称面および非対称面スポットの結果を示す。PZT

薄膜は Si 基板上に c 軸優先配向しており、正方晶 c-ドメインのスポットに加えて、a-ドメインに起因

するスポットも観察された。Fig. 2 に、正圧電効果における圧電定数の入力変位依存性の結果を示す。

エピタキシャル PZT 薄膜は、多結晶 PZT 薄膜と比べて約 2倍大きい正圧電定数を有していることが明

らかになった。講演では、結晶構造と圧電特性との関係についても議論する。 
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Fig. 2. Direct |e31,f| as a function of displacement for 

epitaxial and polycrystalline PZT thin films.  

Fig. 1. Reciprocal space mapping around 

004 and 204 diffractions of PZT thin film.  
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